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【はじめに】近年、印刷法を使った電子デバイスの作製技術が非常に注目されている。特に、配

線や電極のパターニング技術はどのデバイスにも共通するため非常に重要となっている。我々は、

基板表面をプラズマ処理することで親液・撥液表面をパターニングし、その基板上に銀ナノ粒子

をスピンコート成膜するだけで電極を形成できる手法を報告している[1]。今回、撥液レジストを

用いた親・撥液パターニング法を用いることで、更に微細に銀ナノ粒子電極をパターニングでき

る手法を開発することに成功した。本報告では、このパターニング法を用いて作製したソース・

ドレイン電極を有する有機 TFT の作製に成功したので報告する。 

【実験】Fig.1に作製したボトムコンタクト型有機 TFT のデバイス構造と写真を示した。ガラス基

板上にゲート電極として Al を 30 nm の厚さでマスク蒸着した。次に、フッ素系高分子絶縁材料

(AGC: EPRIMA
TM

 AL-X6)を膜厚 430 nmでスピンコート成膜した。この絶縁膜表面を酸素プラズ

マで処理した後、撥液レジスト(AGC: 開発品)を 15nm程度の膜厚でスピンコートし、フォトリソ

グラフィにより電極形状にパターニングした。その基板上に銀ナノ粒子インク(ハリマ化成：

NPS-J)をスピンコートした後 220 ℃で焼成することでソース・ドレイン電極を形成した。最後に、

有機半導体層としてペンタセンを真空蒸着で 50 nm成膜した。 

【結果と考察】プラズマ処理したフッ素系絶縁膜上の水接触角は 10 であるのに対して、撥液レ

ジスト表面の水接触角は 95 であることが分かった。Fig.1 に示されるように、この表面撥液性の

差を利用することでチャネル長 10 m以下の銀電極をパターニングできた。この電極を用いた有

機 TFT の伝達特性を Fig.2 に示す。20 V 以下の電圧でヒステリシスの無い良好な特性を示し、飽

和領域における移動度は 0.02 cm
2
/Vs、オン/オフ比 10

5 以上のトランジスタ特性を得ることがで

きた。同様の手法を用いて、100 ppi相当のディスプレイ駆動回路のテストパターンを作製した写

真と断面プロファイルを Fig.3 に示す。約 5 mの細線が形成できており、微細パターン化にも有

効であることが分かった。当日は、トランジスタ特性を向上させるための、電極端部形状の解析

結果についても報告する。 
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Fig.1 Device structure and 

photograph of the OTFT. 
Fig.2 Transfer characteristics 

     of the OTFT.  

Fig.3 100 ppi electrodes 

and their cross sections.  
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